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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年5月21日(2015.5.21)

【公表番号】特表2014-513034(P2014-513034A)
【公表日】平成26年5月29日(2014.5.29)
【年通号数】公開・登録公報2014-028
【出願番号】特願2014-509471(P2014-509471)
【国際特許分類】
   Ｃ３０Ｂ  29/06     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  15/04     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  15/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ   29/06     ５０２Ｈ
   Ｃ３０Ｂ   29/06     ５０２Ｂ
   Ｃ３０Ｂ   15/04     　　　　
   Ｃ３０Ｂ   15/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月1日(2015.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏析係数κを有するドーパント材料を含むシリコンインゴットの成長方法であって、以
下の工程：
　ｉ）内側の成長ゾーンが外側の供給ゾーンと流体連通されているルツボを設ける工程；
　ｉｉ）内側の成長ゾーンと外側の供給ゾーンへの初期チャージを、内側の成長ゾーンへ
の供給はシリコンとドーパント材料を含み、外側の供給ゾーンへの供給はシリコンを含む
がドーパント材料を含まないように行う工程；
　ｉｉｉ）内側の成長ゾーン中のシリコンとドーパント材料を溶融して溶融混合物を形成
し、外側の供給ゾーン中のシリコンを溶融してシリコン融液を形成する工程であって、溶
融混合物とシリコン融液が実質的に同様な高さの融液上面を有するようにし、前記内側の
成長ゾーンが溶融混合物の融液上面の断面積Ａｓを有し、ルツボが溶融混合物とシリコン
融液の融液上面の断面積の合計Ａｔを有する工程；
　ｉｖ）内側の成長ゾーンからシリコンインゴットを形成させる工程；及び
　ｖ）軸方向に、実質的に一定濃度のドーパント材料を含む成長したシリコンインゴット
を取り除く工程、
を含み、上記方法が、シリコンインゴットをＭｘ量で成長させながら、シリコンを含みド
ーパント材料を含まない原料を外側の供給ゾーンにＭＦの量で供給する工程を含む連続チ
ョクラルスキー成長方法であり、（ｄＭＦ／ｄＭｘ）＝１－κ（Ａｔ／Ａｓ）である、シ
リコンインゴットの成長方法。
【請求項２】
　内側の成長ゾーンが、少なくとも１つの開口部を備えた壁を通して、外側の供給ゾーン
と流体連通されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　偏析係数κを有するドーパント材料を含むシリコンインゴットの成長方法であって、以
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下の工程：
　ｉ）内側の成長ゾーンが外側の供給ゾーンと流体連通されているルツボを設ける工程；
　ｉｉ）内側の成長ゾーンと外側の供給ゾーンへの初期チャージを、内側の成長ゾーンへ
の供給はシリコンとドーパント材料を含み、外側の供給ゾーンへの供給はシリコンを含む
がドーパント材料を含まないように行う工程；
　ｉｉｉ）内側の成長ゾーン中のシリコンとドーパント材料を溶融して溶融混合物を形成
し、外側の供給ゾーン中のシリコンを溶融してシリコン融液を形成する工程であって、溶
融混合物とシリコン融液が実質的に同様な高さの融液上面を有するようにし、前記内側の
成長ゾーンが溶融混合物の融液上面の断面積Ａｓを有し、ルツボが溶融混合物とシリコン
融液の融液上面の断面積の合計Ａｔを有する工程；
　ｉｖ）内側の成長ゾーンからシリコンインゴットを形成させる工程；及び
　ｖ）軸方向に、実質的に一定濃度のドーパント材料を含む成長したシリコンインゴット
を取り除く工程、
を含み、上記方法が、シリコンインゴットをＭｘ量で成長させながら、シリコンを含みド
ーパント材料を含まない原料を外側の供給ゾーンにＭＦの量で供給する工程を含む連続チ
ョクラルスキー成長方法であり、κ（Ａｔ／Ａｓ）＜１及びｄＭＦ＜ｄＭｘである、シリ
コンインゴットの成長方法。
【請求項４】
　内側の成長ゾーンが、少なくとも１つの開口部を備えた壁を通して、外側の供給ゾーン
と流体連通されている、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　偏析係数κを有するドーパント材料を含むシリコンインゴットの成長方法であって、以
下の工程：
　ｉ）内側の成長ゾーンが外側の供給ゾーンと流体連通されているルツボを設ける工程；
　ｉｉ）内側の成長ゾーンと外側の供給ゾーンにシリコンとドーパント材料を含む初期チ
ャージを行う工程であって、内側の成長ゾーンへの供給は溶融したときのドーパント材料
の濃度がＣＬに、外側の供給ゾーンへの供給は溶融したときのドーパント材料の濃度がＣ

Ｆになるようにする工程；
　ｉｉｉ）内側の成長ゾーンと外側の供給ゾーン中のシリコンとドーパント材料を溶融し
て溶融混合物を形成する工程、両ゾーンの溶融混合物が実質的に同様な高さの融液上面を
有するようにし、前記内側の成長ゾーンが溶融混合物の融液上面の断面積Ａｓを有し、ル
ツボが前記両ゾーンの溶融混合物の融液上面の断面積の合計Ａｔを有する工程；
　ｉｖ）内側の成長ゾーンからシリコンインゴットを形成させる工程；及び
　ｖ）軸方向に、実質的に一定濃度のドーパント材料を含む成長したシリコンインゴット
を取り除く工程、
を含み、上記方法が、バッチ式チョクラルスキー成長方法であり、ドーパント材料が実質
的に０に等しい蒸発速度定数を有し、（ＣＦ／ＣＬ）＝［κ－（Ａｓ／Ａｔ）／［１－（
Ａｓ／Ａｔ）］である、シリコンインゴットの成長方法。
【請求項６】
　内側の成長ゾーンが、少なくとも１つの開口部を備えた壁を通して、外側の供給ゾーン
と流体連通されている、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　偏析係数κを有するドーパント材料を含むシリコンインゴットの成長方法であって、以
下の工程：
　ｉ）内側の成長ゾーンが外側の供給ゾーンと流体連通されているルツボを設ける工程；
　ｉｉ）内側の成長ゾーンと外側の供給ゾーンにシリコンとドーパント材料を含む初期チ
ャージを行う工程であって、内側の成長ゾーンへの供給は溶融したときのドーパント材料
の濃度がＣＬに、外側の供給ゾーンへの供給は溶融したときのドーパント材料の濃度をＣ

Ｆにする工程；
　ｉｉｉ）内側の成長ゾーンと外側の供給ゾーン中のシリコンとドーパント材料を溶融し
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て溶融混合物を形成する工程であって、両ゾーンの溶融混合物が実質的に同様な高さの融
液上面を有するようにし、前記内側の成長ゾーンが溶融混合物の融液上面の断面積Ａｓを
有し、ルツボが前記両ゾーンの溶融混合物の融液上面の断面積の合計Ａｔを有する工程；
　ｉｖ）内側の成長ゾーンからシリコンインゴットを形成させる工程；及び
　ｖ）軸方向に、実質的に一定濃度のドーパント材料を含む成長したシリコンインゴット
を取り除く工程、
を含み、上記方法がバッチ式チョクラルスキー成長方法であり、ドーパント材料が実質的
に０に等しい蒸発速度定数を有し、κ（Ａｔ／Ａｓ）＞１及びＣＦ＜ＣＬである、シリコ
ンインゴットの成長方法。
【請求項８】
　ドーパント材料がホウ素又はリンである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　内側の成長ゾーンが、少なくとも１つの開口部を備えた壁を通して、外側の供給ゾーン
と流体連通されている、請求項７に記載の方法。
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